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Abstract of DE1 9828653 

A chip module (1) for installation in a chip card carrier, comprising a semiconductor chip (5) and a 
leadframe (2) in the form of a metal layer. An adhesive layer (1 1 ) is provided in between the metal layer 
and the semiconductor chip (5), whereby said adhesive is flowable in a non-hardened state and spreads 
on the basis of capillary action. The semiconductor chip (5) is covered with a hotmelt adhesive (7) layer 
extending from the leadframe (2). 
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(Si) Chipmodul zum Einbau in einen Chipkartentrager sowie Verfahren zu dessen Herstellung 

<§) Ein Chipmodul (1) zum Einbau in einen Chipkartentra- | \ 

ger weist einen Halbleiterchip (5) sowie ein als Metall- 
schicht ausgebildetes Leadframe (2) auf. Zwischen Me- 
tallschicht und Halbleiterchip (5) ist eine Schicht aus Kleb- 
stoff (11) vorgesehen, der in nicht erhartetem Zustand 
flie&fahig ist und sich aufgrund einer Kapillarwirkung 
ausbreitet. Der Halbleiterchip (5) ist mit einer sich vom 
Leadframe (2) aus erstreckenden Hotmelt-Klebstoff- 
schicht (7) bedeckt. 
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Die Erfindung betrifft ein Chipmodul zum Einbau in ei- 
nen Chipkartenrrager sowie ein Verfahren /urn Herstellen 
eines solchen Chipmoduls. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Chipmo- 
dul bereitzustellen, das die Herstellung einer zuverlassigen 
Chipkarte gestattet, die kompakt und stabil ausfallt. 

Diese Aufgabe wird gemaB der Erfindung durch den Ge- 
genstand der unabhangigen Anspruche gelost Vorteilhafte 
Weiterbildungen ergeben sich aus den jeweiligen Unteran- 
spriichen. 

Das erfindungsgemaBe Chipmodul zeichnet sich gegen- 
uber den bekannten Chipmodulen durch einen geringen 
Preis aus, da das Leadframe, das sowohl die AnschluBkon- 
takte fiir den Zugriffauf das Chipmodul von auBen als auch 
die AnschluBkontakte zum elekirischen Verbinden der An- 
schliissc dcs Haiblcitcrchips mit dcm Leadframe vorsichu 
nicht beispielsweise als Laniinat ausgefuhrt ist, sondern 
vielmehr als vorzugsweise einstuckige metallische Platte. 
Ein solches Leadframe laBt sich besonders biilig, beispiels- 
weise durch Stanzen oder Atzen, aus einer groBen dunnen 
Metallplatte herstellen. Dadurch ergeben sich gegenUber be- 
kannten Losungen urn 90% verminderte Herstellungskosten 
fiir das Leadframe. 

GemaB der Erfindung weist das Chipmodul wenigstens 
einen Halbleiterchip sowie ein als Metallschicht ausgebilde- 
tes Leadframe auf. Zwischen Metallschicht und Chipmodul 
ist eine Schicht aus Klebstoff vorgesehen, der in nicht-erhar- 
tetem Zustand flieBfahig ist. Ferner ist in der Metallschicht 
vorzugsweise in einem Bereich des Chipmoduls wenigstens 
eine Durchgangsoffnung zum Einbringen des Klebstoffes in 
niehterhartetejii Zustand vorgesehen. 

Mit einem so ausgebildeten Chipmodul ist eine einfache 
Herstellung einer Chipkarte gewahrleistet. 

Zum Herstellen eines erfindungsgemaBen Chipmoduls 
wird ein metallisches Leadframe vorgesehen, das in einem 
Bereich eines Befestigungsabschnittes zwei durch Unterbre- 
chungen voneinander getrennte Kontaktflachen sowie eine 
Durchgangsoffnung aufweist. AuBerdem wird im Bereich 
des Befestigungsabschnittes ein Halbleiterchip vorgesehen. 
Daraufhin wird diinnflussiger Klebstoff in die Durchgangs- 
offnung eingebracht, der aufgrund eines Kapillareffekts 
zwischen dern Halbleiterchip und dem Leadframe einzieht. 
Der dunnflussige Klebstoff kann auch iiber den Rand des 
Halbleiterchips hinaus flieBen, ohne daB sich dadurch eine 
Beeintrachtigung der Chipfunktion oder eine Beeintrachti- 
gung beim spateren Einbau des Chipmoduls in einen Kar- 
tenkorper ergibt. Dadurch wird ein Chipmodul bereirge- 
stellt das druckmechanisch hoch belastbar ist. So ergibt sich 
ein sehr diinnes und dabei robustes Chipmodul. 

Ein erfindungsgemaB auf dem Leadframe befestigter 
Halbleiterchip kann in einem nachfolgenden Schritt, bei- 
spielsweise durch Wirebonden, mit Kontaktbereichen des 
Leadframes verbunden werden. Alternativ dazu ist es auch 
mdglich, den Klebstoff so auszubilden, daB er Leitfahig- 
keitseigenschaften aufweist. Dadurch kann eine direkte 
Kontaktierung zwischen AnschluBbereichen auf dem Halb- 
leiterchip und zwischen entsprechenden AnschluBbereichen 
auf dem Leadframe hergestellt werden. So lassen sich bei- 
spielsweise Chip-Sized-Package-artige Halbleiterchips ein- 
fach und zuverlassig auf dem Leadframe befestigen, das 
gleichzeitig auf der dem Halbleiterchip gegenuberliegenden 
Seite die AnschluBkontakte fur die direkte Kontaktierung 
dcs Chipmoduls bcrcitstcllt. Diese AnschluBkontakte. cnt- 
sprechen den auf einer Chipkarte sichtbaren AnschluBkon- 
takten. 

GemaB der Erfindung ist vorgesehen, daB der Querschnitt 



durch die Durchgangsoffnung oder durch andere Offnungen 
im Leadframe auf der von dem Halbleiterchip wegweisen- 
den Seite eine sich verbreitemde Gestalt aufweist. Dadurch 
ergiht. sich der Vorteil, daB ein sich durch die Durchgangs- 
5 offnung aufgrund von Kapillarwirkung hochziehender 
Klebstoff eine zusatzliche Verankerung im Bereich des 
Leadframes bereitstellL So ergibt sich eine bessere Haftung 
gerade in dem Fall, in dem das Leadframe derart hydro- 
phobe Eigenschaften aufweist, so daB sich keine ideale Be- 
10 netzung des Leadframes mit Klebstoff ergibt. 

Zur Verbesserung der Kontaktierung zwischen Halblei- 
terschicht und Metallschicht bzw. zur Verbesserung des ka- 
pillaren FlieBeffekts des Kiebstoffes in dem Bereich zwi- 
schen Halbleiterchip und Metallschicht konnen zwischen 
15 Halbleiterchip und Metallschicht auch insbesondere lei- 
tende Kontaktiererhebungen vorgesehen sein. Dabei konnen 
die Kontaktiererhebungen als Ausformungen der Metall- 
schicht und/odcr als auf dcm Halbleiterchip vorgeschene 
Metallhocker vorzugsweise als Gold ausgebildet sein. Ab- 
20 weichend davon konnen auch isolierende Erhebungen im 
Bereich zwischen Halbleiterchip und Metallschicht vorgese- 
hen sein. Diese Ausfiihrung wird hier ebenfalls als Kontak- 
tiererhebung bezeichnet. 
Zusalzlich konnen zwischen Metallschicht und Halblei- 
25 Ujrchip Abstandshalleelemenle vorgesehen sein, die eben- 
falls die Ausbildung eines Kapillarspaltes begunstigen. 

Gerade beim Aufbringen eines als Chip-Sized-Package 
ausgebildeten Halbleiterchips wird gemaB der Erfindung 
vorzugsweise ein leitfahiger Klebstoff vorgesehen. Dariiber 
30 hinaus ergibt sich bei der Verwendung eines solchen Halb- 
leiterchips eine besonders einfache Montage. 

GemaB der Erfindung kann die Metallschicht als Stanzteil 
oder als Atzformteil ausgebildet sein. Dadurch ergibt sich 
eine besonders einfache und kostengunstige Herstellung. 
35 SchlieBlich kann im Bereich urn den Halbleiterchip 
herum ein Hotmell-KJebstoff vorgesehen sein, und zwar 
derart, daB der Halbleiterchip mit einer sich vom Leadframe 
aus erstreckenden Hotmelt-Klebsfbffschicht bedeckt ist. Ge- 
maB dieser Ausbildung der Erfindung ist auf der Ruckseite 
40 des Chipmoduls auf dessen spater zum Kartentrager hin ge- 
wandter Seite ganz flachig Hotmelt- Klebstoff vorgesehen. 
Dieser Hotmelt-Klebstoff wirkt beim Einbau in den Chip- 
kartentrager als weicher Puffer fiir das Chipmodul. Dadurch 
kann der Hotmelt-Klebstoff beispielsweise etwaigen Under- 
45 filler bei Flip-Chip-Modulen ersetzen. Zusatzlich bewirkt 
der Hotmelt-Klebstoff, daB die Verbindungsstelle zwischen 
Chip und Metallschicht stabiler ausfallt. 

Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren zur Herstellung 
eines Chipmoduls, bei dem ein metallisches Leadframe vor- 
50 gesehen wird, das in einem Bereich eines Befestigungsab- 
schnitts wenigstens zwei durch Unterbrechungen wenig- 
stens teilweise voneinander getrennte Kontaktflachen auf- 
weist, kann auch der Schritt des Auftrennens wenigstens ei- 
nes Randbereichs des Leadframes vorgesehen sein. Bei dem 
55 Auftrennen konnen auch Kontaktflachen elektrisch vonein- 
ander getrennt werden. Dadurch wird die Herstellung des er- 
findungsgemaBen Chipmoduls mit einem Leadframe er- 
leichtert, da es als Teilabschnitt eines mehrere Leadframes 
aufweisenden, metallischen Tragerbandes bereitstellbar ist. 
60 Dabei wird eine Herstellung in einer quasi-kontinuierlichen 
Massenfertigung begunstigt. 

Ein weiteres erfindungsgemaBes Verfahren zum Herstel- 
len eines Chipmoduls umfaBt den Schritt des Vorsehens ei- 
nes Leadframes, das einen Befestigungsabschnitt aufweist, 
65 das Vorschcn wenigstens cincs Haiblcitcrchips im Bereich 
des Befestigungsabschnittes sowie das Aufbringen von Hot- 
melt-Klebstoff im Bereich urn den Halbleiterchip herum. 
Das Aufbringen des Hotmelt-Klebstoffes erfolgt so, daB dek^ 
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Halbleiterchip mil einer sich vom Leadframe aus erstrek- 
kenden Hotmelt-Klebstoffsc nicht bedeckt isL 

AuBerdem kann der Schritt des Laminierens des Chipmo- 
duls mit einetti T,amimerstempel vorgesehen sein. DerT^a- 
minierstempel kann eine Kavitat aufweisen, wobei die Ka- 
vitat so dimension! ert ist, daB darin der Halbleiterchip beim 
Laminieren vom Laminierstempel umschlossen wird. An- 
ders als bei Bauverfahren, bei denen der Hotme It- Klebstoff 
ausgestanzt wird, wird dieser aufiaminiert und anschlieBend 
zusamnien mit dem Chipmodul in einen Kartentrager im- 
plantierL Dadurch ergibt sich der Vbrteil, daB das Chipmo- 
dul sehr diinn gestaltet werden kann, da kein TJnderfiller 
mehr benotigt wird. Dariiber hinaus verhindert eine solche 
Hotmelt-Schicht, daB dunnflussiger Klebstoff, der zwischen 
Halbleiterchip und metallischem Leadframe eingebracht 
wird, auf die AuBenseite des Chipmoduls au si auf I. 

Als Klebstdffe fiir den Hotmelt-Klebstoff kfcnnen hitze- 
aktivicrbarc Foticn auf Basis rcaktivcr Harzc und Synthcsc- 
Kautschuk verwendet werden. Fiir einen flussigen KlebstorT 
konnen Epoxydharze. insbesondere thermisch oder UV- 
hartbareSysleme verwendet werden. 

Die Dicke typischer Halbleiterchips betragt 30 pm bis 
300 um, die typische Spaltdicke zwischen Halbleiterchip 
und Leadframe betragt 20 urn bis 60 um. Die typische Dicke 
eines Leadframes betragt 95 pm bis 100 um. Die typische 
Dicke einer Hotmelt-Kleberschicht betragt 30 um. Die typi- 
sche Dicke eines Abstandshalteelements betragt bis zu 
60 um. Abstandshalteelemente konnen sogenannte 
"Bumps" sein, die Nickel und/oder Gold aufweisen konnen. 
Durchgangsoffnungen konnen Durchmesser von 150 pm bis 
500 pm aufweisen. 

Die Erfindung ist in der Zeichnung anhand mehrerer Aus- 
fuhrungsbeispiele veranschaulicht. 

Fig. 1 zeigt einen Zu stand bei der Herstellung eines ersten 
erfindungsgemaBen Chipmoduls im Querschnitt, 

Fig. 2 zeigt einen Zustand eines Herstellungsverfahrens 
eines weiteren erfindungsgemaBen Chipmoduls im Quer- 
schnitt, 

Fig. 3 zeigt einen Zustand einer Massenfertigung mehre- 
rer erfindungsgemaBer weiterer Chipmodule im Querschnitt 
und 

Fig. 4 zeigt einen Zustand der Herstellung weiterer erfin- 
dungsgemaBer Chipmodule im Querschnitt. 

Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch ein erfindungsgema- 
Bes Chipmodul 1 in einem Zustand wahrend seiner Herstel- 
lung. 

Das Chipmodul 1 gliedert sich in ein metallisches, ein- 
stUckiges Leadframe 2, das auf seiner Oberseite Kontaktfla- 
chen 4 aufweist. Die Kontaktflachen 4 gewahrleisten in ein- 
gesetztem Zustand des Chipmoduls 1 in einen in dieser An- 
sicht nichl gezeigten Chipkartenkorper einen elektrischen 
Zugriff auf das Chipmodul 1. 

Auf der Unterseite des Leadframes 2 ist ein Halbleiter- 
chip 5 angeordnet, der uber zwei Abstandshakeelemente 6 
in einem definierten Abstand von der Unterseite des Lead- 
frames 2 gehalten wird. Der Halbleiterchip 5 ist von unten 
mit einer Hotmelt-Kleberschicht 7 vollstandig bedeckt, so 
daB auf der Innenseite der Hotmelt-Kleberschicht 7 ein 
Hohlraum 8 entsteht. Der Hohlraum 8 ist iiber eine in dem 
Leadframe 2 vorgesehene Durchgangsoffnung 9 zugang- 
lich. Oberhalb der Durchgangsoffnung 9 ist in Fig. 1 ein 
Teilbereich einer Kapillare 10 gezeigt, in der ein nicht-er- 
harteter, MieBfahiger KlebstorT 11 vorgesehen ist. 

Auf der Unterseite des Leadframes 2 ist gegentiber dem 
Halbleiterchip 5 ein Laminicrstcmpcl 12 angcordnct, der 
eine Kavitat 13 aufweist. Die Kavitat ist groBenmaBig so 
ausgebildet. daB der Halbleiterchip 5 von der Kavitat 13 um- 
schlieBbar ist. 



Zur Herstellung des Chipkartenmoduls 1 wird folgender- 
maBen verfahren. Zunachst wird in einem Endlosband das 
Leadframe 2 bereitgestellt. Das Leadframe 2 kann gestanzt 
oder geatzt aus einer groBen und diinnen Metal Iplatte herge- 

5 stellt werden. Dabei werden Kontaktbereiche auf dem Lead- 
frame 2 voneinander getrennt, Durchgangsoffnungen 9 vor- 
gesehen und Haltebereiche auf der AuBenseite des Lead- 
frames 2 ausgebildet, die in Fig. 1 nicht gezeigt sind. Da- 
nach wird der Halbleiterchip 5 mit den Abstandshalteele- 

10 menten 6 auf dem Leadframe 2 vorgesehen und der Halblei- 
terchip 5 mit der Hotmelt-Kleberschicht 7 umhullt. Darauf- 
hin erfolgt das Laminieren der Hotmelt-Kleberschicht 7 mit- 
tels des Laminierstempels 12. Vorher kann ein Kontaktieren 
des Halbleiterchips 5 auf dem Leadframe 2 vorgesehen wer- 

15 den. 

In einem abschlieBenden Schritt wird der flussige Kleb- 
stoff 11 durch die Durchgangsoffnung 9 in den Hohlraum 8 
eingebracht, wo cr sich aufgrund von Kapillarwirkung zwi- 
schen Halbleiterchip 5 und Leadframe 2 ausbreitet und fur 

20 eine gute Verbindung zwischen Halbleiterchip 5 und Lead- 
frame 2 sorgt. Uber eine geeignete hier nicht gezeigte Struk- 
turierung von Leadframe 2 und/oder Halbleiterchip 5 er- 
reicht man eine zusatzliche Verankerung des Halbleiterchips 
5 am Leadframe 2. Durch den Kapillareffekt werden auch 

25 die auf der Koniaktseite des Leadframes 2 sichtbaren 
Schlitze mit Klebstoff 11 gefullt. Dadurch erreicht man ei- 
nen groBflachigen StoffschluB zwischen Halbleiterchip 5 
und Leadframe 2. Denkbar sind auch Pragungen in der dem 
Halbleiterchip 5 zugeordneten Seite des Leadframes 2, wo- 

30 durch zusatzliche Verankerungen bereitgestellt werden. Au- 
Berdem kann ein farbiger Klebstoff 11 bereitgestellt werden, 
wodurch eine optische Gestaltung der vom Halbleiterchip 5 
abge wandten Oberflache des Leadframes 2 ermoglicht wird. 
Fig. 2 zeigt einen Herstellungsschritt bei der Herstellung 

35 eines weiteren erfindungsgemaBen Chipmoduls 20. Das 
Chipmodul 20 gliedert sich in ein Leadframe 21, das in die- 
ser Ansicht nicht sichtbare Kontaktbereiche zur Kontaktie- 
rung des Chipmoduls 20 aufweist. Im Leadframe 21 ist eine 
Durchgangsoffnung 22 vorgesehen. Auf der Unterseite des 

40 Leadframes 21 ist uber Abstandshalteelemente 23 vom 
Leadframe 21 getrennt der Halbleiterchip 24 vorgesehen. 

Oberhalb der Durchgangsoffnung 22 ist eine Kapillare 25 
angeordnet, aus der tropfenformiger, dunnflussiger Kleb- 
stoff 26 austritt und in die Durchgangsoffnung 22 eintritt. 

45 Aufgrund der Kapillarwirkung verteilt sich der Klebstoff 26 
diinn in dem Spalt zwischen Halbleiterchip 24 und Lead- 
frame 21. 

Fig. 3 zeigt eine Darstellung eines Fenigungsschrittes ei- 
nes Chipmoduls 30 im Querschnitt. Das Chipmodul 30 hat 

50 ein Leadframe 31 aus Metall, von dem in dieser Ansicht drei 
Kontaktflachen 32, 33, 34 zu sehen sind. Unterhalb des 
Leadframes 31 ist ein Halbleiterchip 35 angeordnet, der 
iiber Abstandshalteelemente 36 auf einem vorbestimmten 
Abstand vom Leadframe 31 gehalten wird. Uber eine Kapil- 

55 lare 37 ist flussiger Klebstoff 38 in den Spalt zwischen 
Leadframe 31 und Halbleiterchip 35 eingebracht, und zwar 
iiber eine in dieser Ansicht nicht dargestellte Durchgangs- 
offnung im Leadframe 31. Wie man in dieser Ansicht beson- 
ders gut sieht, zieht sich aufgrund der Kapillarwirkung der 

60. Klebstoff 38 in Zwischenraumen zwischen den Kontaktfla- 
chen 32, 33 und 34 in einer Richtung nach oben hoch, so daB 
das obere Niveau des Klebstoffes 38 hoher liegt als die zum 
Halbleiterchip 35 hin gerichtete Unterseite des Leadframes 
21. Dies verbessert die Haftung des Klebstoffes 38 an dem 

65 Leadframe 31. 

Fig. 4 zeigt eine Darstellung eines weiteren Chipmoduls 
40 wahrend eines Herstellungsschrittes im Querschnitt. Das 
Chipmodul 40 entspricht im wesentlichen dem Chipmodul- 
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30 aus Fig. 3, so daB gleichen Teilen gleiche Bezugsziffern 
gegeben sind. 

Das Chipmodul 40 weist ein Leadframe 41 auf, von dem 
in dieser Ansicht drei Kontaktflachen 42, 43 und 44 zu sehen 
sind. Wie man in dieser Ansicht besonders gut sieht, sind die 
Kontaktflachen 42, 43, 44 an ihren zueinander liegenden 
Seiten mit jeweils einer Abstufung 45, 46, 47 und 48 verse- 
hen. Der sich in den Zwischenraumen zwischen den Kon- 
taktflachen 42, 43 und 44 aufgrund eines Kapillareffekts 
hochziehende fliissige Klebstoff 38 uberdecktdie Abstufun- 
gen 45, 46, 47 und 48 und slellt eine zusatzliche Veranke- 
rung und Verbindung des Leadframes 41 mit dem Klebstoff 
38bereit. 
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Patentanspriiche 

1. Chipmodul zum Einbau in einen Chipkartentrager, 
wobei das Chipmodul (1; 20; 30; 40) wenigstens einen 
Halbieiterchip (5; 24; 35) sowie ein als Metallschicht 
ausgebildetes Leadframe (2; 21; 31; 41) aufweist, wo- 
bei ferner zwischen Metallschicht und Halbieiterchip 
(5; 24; 35) eine Schicht aus Klebstoff (11; 26; 38) vor- 
gesehen ist, der in nichterhartetem Zustand flieBfahig 
ist, und wobei ferner in der Metallschicht wenigstens 
eine Durchgangsoffnung zum Einbringen des Kleb- 
stoffs (11: 26; 38) in nichterhartetem Zustand vorgese- 
hen ist. 
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2. Chipmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Klebstoff leitfahig ist. 

3. Chipmodul nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Querschnitt durch die 
Durchgangsoffnung und/oder wenigstens einer weite- 
ren Offnung im Leadframe auf der von dem Halbieiter- 
chip (35) wegweisenden Seite eine sich verbreitemde 
Gestalt aufweist. 

4. Chipmodul nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB daB im Bereich 
zwischen Halbieiterchip (5; 24; 35) und Metallschicht 
leitende Kontaktiererhebungen vorgesehen sind. 

5. Chipmodul nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Kontaktiererhebungen als Ausformungen 
der Metallschicht ausgebildet sind. 

6. Chipmodul nach Anspruch 4 oder Anspruch 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Kontaktiererhebungen 
als auf dem Halbieiterchip vorgcschcnc Mctallhockcr 
ausgebildet sind. 

7. Chipmodul nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen Me- 
tallschicht und Halbieiterchip (5; 24; 35) Abstandshal- 
teelemente (6; 23; 36) vorgesehen sind. 

8. Chipmodul nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Halbieiter- 
chip als Chip-Size-Package ausgebildet ist. 

9. Chipmodul nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Metall- 
schicht als Stanzteil ausgebildet ist. 

10. Chipmodul nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Metall- 
schicht als Atzformteil ausgebildet ist. 

11. Chipmodul nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB Hotmelt-Kleb- 
stoff (7) im Bereich um den Halbieiterchip (5) herum 
derart vorgesehen ist, daB der Halbieiterchip (5) mit ei- 
ner sich vom Leadframe (2) aus erstreckenden Hot- 
melt-Klebstoffschicht (7) bedeckt ist. 

12. Verfahren zum Herstellen eines Chipmoduls insbe- 
sondere nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
das die folgenden Schritte aufweist: 

Vorsehen eines metallischen Leadframes (2; 21- 31* 
41), das in einem Bereich eines Befestigungsabschnitts 
wenigstens zwei durch Unterbrechungen wenigstens 
teilweise voneinander getrennte Kontaktflachen (32, 
33, 34; 42, 43, 44) sowie wenigstens eine Durchgangs- 
offnung aufweist, 

Vorsehen wenigstens eines Halbleiterchips (5; 24; 35) 

im Bereich des Befestigungsabschnitts, 

Einbringen von diinnflussigem Klebstoff (11; 26; 38) in 

die Durchgangsoffnung, 

Ausharten des Klebstoffs (11; 26; 38). 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Schritt des Auftrennens wenigstens 
eines Randbereichs des Leadframes (2; 21; 31; 41) vor- 
gesehen ist. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB bei dem Auftrennen Kontaktflachen elek- 
trisch voneinander getrennt werden. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 14, 
dadurch gekennzeichneL daB das Leadframe (2; 21; 31; 
41) als Teilabschnitt eines mehrere Leadframes aufwei- 
senden, metallischen Tragerbandes bereitgestellt wird. 

16. Verfahren zum Herstellen eines Chipmoduls insbe- 
sondcrc nach cincm der Anspruche 1 bis 11, das die 
folgenden Schritte aufweist: 

Vorsehen eines Leadframes (2), das einen Befesti- 
gungsabschnitt aufweist. ' 
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Vorechcn wenigsiens eines Halbleiterchips (5) im Be- 
rcich tics Nefcstigungsabschnitts, 

Aufhringcn von TTotnicli-Klebstoff (7) im Bereich um 
ilcn Halhteiicrchip hcnim. 

wohci das Aufhringcn des Hotmelt-Klebstoffes (7) so 5 
erfolgi. daB tier Halbleilcrchip (5) mil einer sich vom 
Lcadiranic aus erstrcckenden Hotmelt-Klebstoff- 
schicht (7) bedcoki isi. 

17. Vcrfahrcn nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
/.cichnct. daB dor Schrilt des Laminierens des Chipmo- 10 
duls ( 1 ) mil cinctn Laminierstempel (12) vorgesehen 
isl. dcr cine Kavilat (13) aufweist wobei die Kavitai 
(13) so dimensioniert ist, daB darin der Halbleiterchip 
(5) bciin Laminieren vom Laminierstempel (12) um- 
schlosscn wird. 15 

18. Verlahrcn nach Anspruch 16 Oder Anspruch 17, 
dadurch pekenn/.eichnet, daB die folgenden Schritte 
vorgesehen sin* I: 

Vorschen eines melallisehcn I^eadframes (2; 21; 31; 
41 ). das in cine m Bereich eines Befestigungsabschnitts 20 
wenigsiens /wei durch Unicrbrechungen wenigsiens 
icilweisc voneinander gctrennte Kontaktflachen (32. 
33. 34: 42. 43. 44 > sowie wenigsiens eine Durchgangs- 
offnung aulweisl. 

Einbringen von tluniiflussigcm KlebsiofT(ll; 26; 38) in 25 

die Durchgangsoffnung. 

Ausharten des Klebstoll's (II; 26; 38). 

19. Vcrfahrcn nach Anspruch 18. dadurch gekenn- 
zcichnct, daB dcr Schrilt des Auftrennens wenigsiens 
eines Randhcrcichs des I jcadframes vorgesehen ist. 30 

20. Vcrfahrcn nach Anspruch 19, dadurch gekenn- 
zeichnei, daB bci dem Auftrcnncn Kontaktflachen elek- 
irisch vottcinaiulcr gcireuni wcrden. 

21. Vcrfahrcn nach cineni dcr Anspriiche 16 bis 20, 
dadurch gekennzeichnct. daB das Lead frame ats Tei- 
labschnill eines nichrcrc T^cadframes aufweisenden. 
melallisehcn Triigerbandes bcreiigesiellt wird. 

22. Chipniodul /uni Hinbau in einen Chipkartentrager, 
wobci das Chipmodul die folgenden Merkmale auf- 
weisl: 40 
cin als Mclallschicht ausgcbildet.es Leadframe (2) mit 
einem Bcfcsiigungsabschniti, 

wenigsiens cincn Halbleilcrchip (5) im Bereich des Be- 
fesligungsabschnilis, 

Hotmclt-Klcbstoff (7) im Bereich um den Halbleiter- 45 
chip (5) hcrum, 

wobei dcr Halbleilcrchip (5) mit einer sich vom Lead- 
frame (2) aus erstrcckenden ITotmelt-Klebstoffschicht 
(7) bedeck! ist. 

— 50 

Hicrzu 2 Seite(n) Zcichnungen 



55 



60 



RNsnnnin- <np 1 aroma a i i > 



- Leerseite - 



XWSOOCIO. <OE_ 1P82flOG3AiJ.> 



ZEICHNUNGEN SJEITE 1 



Numm r: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegu ngstag: 



DE19828 653 A1 
H 01 L 21/58 

5. Januar 2000 





902 061/91 



RNSOOCID: <DF 19Q286S3A1 I 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Nummer: 
Int. CI. 7 : 

Offenlegungstag: 



DE198 28 653A1 
H01L 21/58 

5. Januar 2000 





7NSOOCID: <DE_19P?8653A1 J_> 



902 



